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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年4月28日(2016.4.28)
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月9日(2016.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１０キロボルト（ｋＶ）の阻止電圧と、１０ミリオーム平方センチメートル
（ｍΩ・ｃｍ２）未満のオン抵抗と、を有する炭化ケイ素（ＳｉＣ）半導体素子。
【請求項２】
　前記オン抵抗は微分オン抵抗である、請求項１に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項３】
　平滑斜面に近似する多段負ベベル端部終端を備える、請求項１に記載のＳｉＣ半導体素
子。
【請求項４】
　前記微分オン抵抗は５ｍΩ・ｃｍ２未満である、請求項２に記載のＳｉＣ半導体素子。
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【請求項５】
　前記阻止電圧は１０ｋＶ以上１５ｋＶ以下の範囲である、請求項２に記載のＳｉＣ半導
体素子。
【請求項６】
　前記微分オン抵抗は５ｍΩ・ｃｍ２未満である、請求項５に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項７】
　平滑斜面に近似する多段負ベベル端部終端を備える、請求項２に記載のＳｉＣ半導体素
子。
【請求項８】
　前記多段負ベベル端部終端は少なくとも５つの段を備える、請求項７に記載のＳｉＣ半
導体素子。
【請求項９】
　前記多段負ベベル端部終端は少なくとも１０の段を備える、請求項７に記載のＳｉＣ半
導体素子。
【請求項１０】
　前記多段負ベベル端部終端は少なくとも１５の段を備える、請求項７に記載のＳｉＣ半
導体素子。
【請求項１１】
　前記ＳｉＣ半導体素子の前記阻止電圧は１０ｋＶ以上２５ｋＶ以下の範囲である、請求
項７に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項１２】
　前記ＳｉＣ半導体素子の前記阻止電圧は１２ｋＶ以上２５ｋＶ以下の範囲である、請求
項７に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項１３】
　前記多段負ベベル端部終端の傾斜角は１５度以下である、請求項７に記載のＳｉＣ半導
体素子。
【請求項１４】
　前記ＳｉＣ半導体素子はサイリスタであり、該サイリスタは、
第１導電型の基板と、
　該基板の表面上にある、第２導電型のドリフト層と、
　該ドリフト層の、前記基板とは反対側の表面上にある、前記第１導電型の基層と、
　該基層の、前記ドリフト層とは反対側の表面上にある、前記第２導電型のアノードメサ
と、
　前記基層の前記表面において形成されたゲート領域と、
を備え、
　前記多段負ベベル端部終端は、前記ゲート領域に隣接する、前記アノードメサとは反対
側の前記基層において形成される、
　請求項７に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項１５】
　前記ＳｉＣ半導体素子は、バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ：Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｊ
ｕｎｃｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）であり、該ＢＪＴは、
　第１導電型の基板と、
　該基板の表面上にある、前記第１導電型のドリフト層と、
　該ドリフト層の、前記基板とは反対側の表面上にある、第２導電型の基層と、
　該基層の、前記ドリフト層とは反対側の表面において形成された、前記第２導電型のベ
ース領域と、
　前記基層の、前記ドリフト層とは反対側であり前記ベース領域に隣接する前記表面上に
ある、エミッタメサと、
　を備え、
　前記多段負ベベル端部終端は、前記ベース領域に隣接する、前記エミッタメサとは反対
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側の前記基層において形成される、
　請求項３に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項１６】
　前記ＳｉＣ半導体素子は、バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ：Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｊ
ｕｎｃｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）であり、該ＢＪＴは、
　第１導電型の基板と、
　該基板の表面上にある、第２導電型のドリフト層と、
　該ドリフト層の、前記基板とは反対側の表面上にある、前記第１導電型の基層と、
　該基層の、前記ドリフト層とは反対側の表面上にある、前記第２導電型のエミッタ領域
と、
　該エミッタ領域に隣接して前記ドリフト層の中まで延在する前記ＢＪＴの表面において
形成された、ゲートトレンチと、
　を備え、
　前記多段負ベベル端部終端は、前記エミッタ領域に隣接する、前記ゲートトレンチとは
反対側の前記基層において形成される、
　請求項３に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項１７】
　前記ＳｉＣ半導体素子はＰＩＮダイオードであり、該ＰＩＮダイオードは、
　第１導電型の基板と、
　該基板の表面上にある、前記第１導電型のドリフト層と、
　該ドリフト層の、前記基板とは反対側の表面上にある、第２導電型の半導体層と、
　前記第２導電型の前記半導体層の、前記ドリフト層とは反対側の表面上にある、アノー
ドメサと、
　該アノードメサの、前記ドリフト層とは反対側の表面上にある、アノードコンタクトと
、
　前記基板の、前記ドリフト層とは反対側の表面上にある、カソードコンタクトと、
　を備え、
　前記多段負ベベル端部終端は、前記アノードメサに隣接する前記第２導電型の前記半導
体層において形成される、
　請求項７に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項１８】
　前記ＳｉＣ半導体素子は、バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ：Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｊ
ｕｎｃｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）である、請求項１に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項１９】
　少なくとも１５キロボルト（ｋＶ）の阻止電圧と、１５ミリオーム平方センチメートル
（ｍΩ・ｃｍ２）未満のオン抵抗と、を有する炭化ケイ素（ＳｉＣ）半導体素子。
【請求項２０】
　前記オン抵抗は微分オン抵抗である、請求項１９に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項２１】
　前記微分オン抵抗は７ｍΩ・ｃｍ２未満である、請求項２０に記載のＳｉＣ半導体素子
。
【請求項２２】
　前記阻止電圧は１５ｋＶ以上２０ｋＶ以下の範囲である、請求項２０に記載のＳｉＣ半
導体素子。
【請求項２３】
　前記微分オン抵抗は７ｍΩ・ｃｍ２未満である、請求項２２に記載のＳｉＣ半導体素子
。
【請求項２４】
　平滑斜面に近似する多段負ベベル端部終端を備える、請求項２０に記載のＳｉＣ半導体
素子。
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【請求項２５】
　少なくとも２０キロボルト（ｋＶ）の阻止電圧と、２０ミリオーム平方センチメートル
（ｍΩ・ｃｍ２）未満のオン抵抗と、を有する炭化ケイ素（ＳｉＣ）半導体素子。
【請求項２６】
　前記オン抵抗は微分オン抵抗である、請求項２５に記載のＳｉＣ半導体素子。
【請求項２７】
　前記微分オン抵抗は１０ｍΩ・ｃｍ２未満である、請求項２６に記載のＳｉＣ半導体素
子。
【請求項２８】
　前記阻止電圧は２０ｋＶ以上２５ｋＶ以下の範囲である、請求項２６に記載のＳｉＣ半
導体素子。
【請求項２９】
　前記微分オン抵抗は１０ｍΩ・ｃｍ２未満である、請求項２８に記載のＳｉＣ半導体素
子。
【請求項３０】
　平滑斜面に近似する多段負ベベル端部終端を備える、請求項２６に記載のＳｉＣ半導体
素子。
【請求項３１】
　前記ＳｉＣ半導体素子は、サイリスタ、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ
）、およびＰＩＮダイオードからなる群の１つである、請求項２に記載のＳｉＣ半導体素
子。
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